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【諸言】全率固溶体である SiGeは格子定数とバンドギャップを自在に調整することができ、優れ

た物性の発現が見込まれることから、多接合型太陽電池のボトムセル、熱電変換素子、電界効果

トランジスタなどへの利用が期待されている。しかし、SiGeのエピタキシャル成長に高度な結晶

成長設備を必要であることが、実用化に向けて障害となっている。そこで、我々は低コストかつ

単純な高速プロセスとして Alによる Ge及び Siの融点降下現象を利用した SiGeの液相エピタキ

シャル成長に注目した。これまでに、Si基板上に Alと Geを混合したペーストの塗布と Ar雰囲気

中での熱処理(800 ℃, 1分間)により急峻なSiGe/ Si界面を得ることに成功している[1]。本手法では、

熱処理条件が SiGeの結晶成長を支配する重要な因子であると考えられる。そこで本研究では、熱

処理段階の冷却速度や温度の違いが SiGeのエピタキシャル成長の結晶性に与える影響について調

査した。 

【実験方法】Si(100)基板上に Alと Geと混合したペーストをスクリーン印刷により塗布し、乾燥

させた。その後、Si-Alの共晶点を十分に超える温度(700, 800, 900 ℃)で熱処理を行った。また、

一部の試料は加熱後に急冷した。試料表面のペースト残留物はリン酸混合溶液(H3PO4: 

CH3COOH: HNO3: H2O=16:1:1:2)を用いて除去した。熱処理後の試料について、走査型電子顕

微鏡と X線回折逆格子マッピング（XRD-RSM）で結晶性を評価した。 

【結果と考察】(a)700 ℃と(b)900 ℃で 5 分間熱処理を行った試料の(224)回折点近傍における

XRD-RSMを Fig.1に示す。得られた SiGeは Ge組成が約 5-70 %まで組成分布を生じており、熱処

理温度が 900 ℃の場合、700 ℃の場合よりも SiGeの最も高いピーク(図中の白い三角点)が Siのピ

ークに近づいていることがわ

かる。これは SiGe中の Ge組

成が低下したことを示してい

る。また、図から得られたSiGe

中の Ge 組成は熱処理温度が

700, 800 , 900 ℃の場合、それ

ぞれ 7.56, 6.67, 6.05 %であり、

高温で熱処理するほど Ge 組

成が低下することがわかった。

また、加熱後に急冷した試料

では、徐冷した試料と比較し

て、形成された島状の SiGeの表面

粗さが増大することが観察された。 
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Fig.1. X-ray diffraction reciprocal space mapping on the 

sample by annealing at (a) 700 ℃ and (b) 900 ℃.  
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